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从宏观角度看 ,晶体的生长过程可以看成是固液界面层不断向液相中推进的过程 ,主要涉

及界面的结构特性和界面的动力学 。有关晶体生长机理的理论主要有完整光滑面理论 ,非完

整光滑面理论和粗糙面理论。但是以上理论都建立在热力学理论基础上。热力学函数在处理

实际问题时一般只考虑反应前后体系的Gibbs自由能的变化 ,忽略了晶体生长的微观机制 ,而

且热力学函数很难测量 ,因此 ,尽管晶体生长动力学理论的内容相当丰富 ,但是上述理论能在

实际中得到有效应用的很少。

从微观角度看 ,晶体的生长机理包括生长基元的形成和生长基元从流体相中不断通过界

面而进入晶格座位 ,问题的关键是生长基元以何种形式存在 ,以及如何受界面制约。有关晶体

的微观机理的研究起步较晚。

1994年仲维卓教授首先提出负离子配位多面体生长基元模型 。但是上述模型只解决了

生长基元的存在问题 ,没有考虑生长基元在界面上的行为 。本文在此基础上提出了配位多面

体生长机理模型 。即晶体的微观形成过程主要包括:生长基元的形成 ,生长基元之间的氧桥合

作用和阴离子基团的质子化过程。并采用此模型解释了氧化物晶体的晶粒粒度的变化规律 ,

以及在多元氧化物晶体制备中的生长条件的选择 。
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